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Résumé :

Les composants verticaux a base de matériaux grand gap comme le GaN sont des candidats de
choix pour des applications en électronique de puissance. En effet ils permettent d’atteindre de
plus grandes densités de courant et des plus grandes tensions de claquage que les composants
horizontaux (HEMT par exemple) [1]. Leur utilisation permet ainsi de réduire le nombre de
composants utilis€s et par conséquent les pertes énergétiques lors de la conversion d’énergie.
Cependant la réduction du nombre de défauts structuraux, comme par exemple les dislocations,
ainsi que le contrdle et I’homogénéité du dopage des différentes couches sont cruciaux afin
d’atteindre les performances électriques voulues. La spectroscopie micro-Raman est un outil
non destructif, de résolution spatiale micrométrique, permettant de réaliser des cartographies
des contraintes mécaniques grace au pic E [2] ou encore de concentration en dopant de type-
n grace au pic A1 (LO) [3,4]. Dans ce papier, des couches de GaN dopées n” (dopage silicium)
et d’épaisseur comprise entre 5 et 10 pm ont été épitaxié¢es par MOCVD sur des substrats GaN
(Saint-Gobain Lumilog) d’épaisseur 300 pm. Des diodes Schottky ont ensuite été réalisées par
I’ajout de contacts sur ces échantillons. Ces diodes ont ensuite été caractérisées grace a la
spectroscopie micro-Raman. En particulier, des cartographies de la position et de la largeur du
pic Raman E¥ ont permis d’étudier les défauts structuraux et ont ainsi pu étre corrélées avec la
présence de amas de dislocations (voir figure 1.b). La position du pic A; (LO) a quant a elle
permis d’étudier ’homogénéité de la concentration en porteurs de type-n dans les couches
¢pitaxiées. Ces caractérisations physiques ont ensuite été comparées a des performances
électriques, telle la tenue en tension des diodes Schottky.
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Figure 1 : (@) Image par Cathodo-luminescence montrant des amas de dislocations (entourés en rouge) réalisée
avant le dépot des contacts Schottky. (b) Cartographie micro-Raman de la position du pic E} montrant la présence
des mémes amas de dislocations. Les cercles noirs correspondent aux métallisations des contacts Schottky de
diameétres respectifs 200um, 100um and 50 um. (c) Zoom sur un amas de dislocations.
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